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Fig. 3B

(57) Abstract: The invention relates to a process for manufacturing a multilayer structure, comprising the following steps: - providing
a carrier substrate (40) comprising a carrier layer (41) and a porous silicon layer (42); - providing a donor substrate (50) comprising a
buried fragile plane (50B) and a surface layer (51); - assembling (S3) the carrier substrate (40) and the donor substrate (50) by bonding,
the surface layer (51) of the donor substrate being placed in contact with the carrier substrate; - separating the surface layer (51) from the
donor substrate (50) via fracture along the buried fragile plane (50B); at least one of the carrier and donor substrates (40, 50), called the
degraded substrate, comprises a degraded portion (60) so as to prevent it from bonding to the other of the carrier and donor substrates
(50, 40) in the assembly step, the degraded portion (60) having an annular or substantially annular shape and being located less than
25 mm from the edge of said degraded substrate.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure multicouche, comprenant les étapes suivantes: - fournir
un substrat support (40) comprenant une couche de support (41) et une couche de silicium poreux (42); - fournir un substrat donneur
(50) comprenant un plan fragile enterré (50B) et une couche superficielle (51); - assembler (S3) le substrat support (40) et le substrat
donneur (50) par collage, 1a couche superficielle (51) du substrat donneur étant disposée en contact avec le substrat support; - séparer la
couche supertficielle (51) du substrat donneur (50) par fracture suivant le plan fragile enterré (50B); au moins 1'un des substrats support
et donneur (40, 50), dit substrat dégradé, comprend une portion dégradée (60) de mani¢re a empécher son collage a l'autre des substrats
support et donneur (50, 40) lors de 1'étape d'assemblage, la portion dégradée (60) ayant une forme annulaire ou sensiblement annulaire
et étant située A moins de 25 mm du flanc dudit substrat dégradé.
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